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 要  旨 
ZnO を薄膜ではなくナノロッドにすることで、ZnO 結晶の成長方向を制御でき、その結果とし
て薄膜と比べて、より欠陥の少ない結晶を得ることができる。ZnO ナノロッドは光の指向性が強
く、短波長半導体レーザーなどの光デバイスへの応用が期待される。また、よりアスペクト比の
大きい ZnO ナノロッド配列を作製することで、バルクの薄膜に比べて、大きな表面積を持つので、
その表面効果を高めたデバイスが作製可能となる 
我々はこれまでに微細孔アルミナテンプレートを用いた電気化的な作製法やスパッタリング法
など様々な方法でナノロッドの作製を試みてきた。しかし、電気化学的合成法の場合、ナノスケ
ールの細孔を持つアルミナテンプレートを作製することが困難で、かつ電気を流す必要があるた
め、ナノロッドの成長に用いる基板が金属や導電性が非常に高いものに制限されるといった問題
点があった。一方、スパッタリング法によるナノロッドの作製では、レジストや電子線リソグラ
フィーを用いた基板表面の加工が必要となった。そこで、水熱法と呼ばれる化学的なナノロッド
の作製法を用いることで、非常に簡単なプロセスにより ZnO ナノロッドの作製に成功した。また、
この方法はナノロッドの作製時間をこれまでと比べて大幅に短縮するだけでなく、より高い結晶
性を持ったナノロッドを形成することができた。 
本研究では、この水熱法を用いて、Si や GaAs、GaN といった半導体基板や金(Au)、銀(Ag)
などの金属上に ZnO ナノロッドの作製を試みた。また、これらの結晶構造や特性の異なる基板上
において、同一条件下で成長した ZnO ナノロッドの状態や特性を評価し、各々の基板が ZnO の
成長に与える影響を調べた。その結果、水熱法を用いることで、ナノロッド作製が非常に単純、
容易なものとなり、金属基板のみならず、ZnO と類似する結晶構造や格子定数を有する半導体基
板上でも、複雑な準備工程なしでナノロッドの成長が可能であることが確認できた。また、事前
に ZnO の種結晶を用いなくても、基板表面に対して直立した ZnO ナノロッドの成長が難しい一
部の半導体基板においても、表面に金属薄膜を堆積させることで、ZnO ナノロッドを直立させる
ことができた。この手法により、ZnO ナノロッドの成長が困難な基板上にパターン化した金属薄
膜を付けることで、その部分に選択的にナノロッドを作製することに成功した。さらに、本研究
で作製した ZnO ナノロッドの結晶性を X 線回折測定や PL 測定を用いて評価し、GaN 基板上に
成長した ZnO ナノロッドは基板の結晶面に沿って成長していることが分かり、紫外領域での発光
も確認できたため、極めて優れた結晶性を持った ZnO ナノロッドを得ることができた。 
